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Wspotczesne uklady zasilajagce zawierajg typowo impulsowe przetwornice dc-dc, ktorych
projektowanie wymaga wiarygodnych symulacji komputerowych. Od momentu pojawienia si¢ w
latach siedemdziesigtych dwudziestego wieku komputerowych narzedzi symulacji uktadow
elektronicznych, takich jak np. program SPICE, trwaja prace nad opracowaniem metod i modeli
elementéw skladowych przetwornic DC-DC do ich symulacji. Od pierwszych prac dotyczacych
symulacji przetwornic DC-DC mozna zauwazy¢ poszukiwania metody, ktora pozwoli na szybkie
obliczenie przebiegow czasowych napie¢ i1 pragdow w ukladzie oraz jej charakterystyk
czestotliwo$ciowych i statopradowych. Ze wzgledu na fakt, ze przetwornice impulsowe wymagaja
do pracy sygnatu trapezoidalnego, a wigc zaleznego od czasu, nie mozliwe jest przeprowadzenie
prawidtowych analiz statopradowych czy czestotliwosciowych dla tego uktadu, w ktorych to
analizach zrodto sygnalu trapezoidalnego stanowi zwarcie. Punkty niezbedne do uzyskania tych
charakterystyk mozna uzyska¢ jedynie wykonujac analiz¢ stanow przejsciowych, jednak
kazdorazowe wykonanie takiej analizy daje zaledwie jeden punkt na jednej z wspomnianych w
poprzednim zdaniu charakterystyk. Rozwigzaniem tego problemu jest zastosowanie modeli
usrednionych przetacznika diodowo-tranzystorowego znajdujacego si¢ w przetwornicy. W modelach
takich analizuje si¢ prace przetwornicy w dwoch stanach: gdy element przetaczajacy (tranzystor lub
tyrystor) jest wlaczony, a dioda wytaczona oraz gdy element przetaczajacy (tranzystor lub tyrystor)
jest wylaczony, a dioda wlaczona. Oba te stany sa opisane przy pomocy osobnych podobwodow
zaleznych od siebie. Wystepujace w tych obwodach napigcia i prady sg warto§ciami $rednimi tych
wielko$ci wystepujacych w rzeczywistej przetwornicy.

Celem naukowym projektu jest opracowanie elektrotermicznego modelu przetacznika diodowo-
tranzystorowego z tranzystorem IGBT pozwalajacg na przeprowadzenie szybkich i wiarygodnych
symulacji dtawikowych przetwornic DC-DC z tymi tranzystorami. Opracowany model ma by¢
wiarygodny w trzech trybach pracy przetwornicy ciagtym (CCM), nieciaglym (DCM) i granicznym
(BCM). Kluczowym problemem, ktory wnioskodawca planuje rozwigzac jest opracowanie modelu
usrednionego przelacznika diodowo-tranzystorowego z tranzystorem IGBT, ktéry zapewni
zadowalajacag doktadno$¢ obliczen charakterystyk stalopradowych 1 czgstotliwosciowych
przetwornicy DC-DC.

W ramach projektu sformutowany zostanie usredniony model przetagcznika diodowo-
tranzystorowego z tranzystorem IGBT oraz zostanie opracowana metoda wyznaczania wartosci jego
parametrow. Model zostanie zweryfikowany doswiadczalnie w uktadzie wybranej przetwornicy DC-
DC. Ostatnim etapem prac begdzie analiza wptywu wybranych czynnikéw zewnetrznych, takich jak
np. temperatura otoczenia, dotgczonego obcigzenia czy wartoSci napigcia wejSciowego ma
doktadnos¢ i czas trwania obliczen przy wykorzystaniu tego modelu.

Efektem realizacji projektu bedzie usredniony model elektrotermiczny przetacznika diodowo-
tranzystorowego z tranzystorem IGBT dla programu SPICE stuszny w szerokim zakresie napig¢ i
pradow pracy przetwornicy DC-DC z tym przetacznikiem wraz algorytmem wyznaczania wartosci
jego parametrow tego modelu. Opracowany w ramach niniejszego projektu model, pozwoli na
optymalizacje procesu projektowania dtawikowych przetwornic DC-DC, szczegbdlnie w obszarze
zarzadzania stratami mocy w elementach potprzewodnikowych zawartych w takiej przetwornicy.
Obliczenia wykonane przy uzyciu tego modelu pozwolg juz na etapie projektowania przetwornicy
zaprojektowa¢ optymalny uktad chtodzenia tranzystora i diody zawartych w ukladzie rozwazanej
przetwornicy



